
Fig.1 Schematic diagram of 
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Fig3. Pressure and substrate temperature     

dependence of fabrication of CNM 
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１．はじめに 

 現在普及している PC、スマートフォンなどのデバイスの高機能化のために、 LSIの配線の微

細化が進んでいる。そのために電流密度が上昇していき、従来の Cu配線では電気抵抗率の上

昇、EM（electro migration：電気伝導体内で電子が移動するとともに、金属イオンが移動する

時に、金属イオンの移動する量が多くなることで短絡や断線を生じる現象）等の問題が考えられ

る。それに対しカーボンナノチューブは高い電流密度耐性を持ち、Cu に代わる新しい配線材料

として注目されている。 

今回我々は、Si基板にC2H5OHを炭素源、超臨界CO2を輸送源とし、微細孔へのカーボンナノマ

テリアル（以下、CNM）の埋め込みを行った。その際の CNM作製の基板温度と圧力の依存性を報

告する。 

２．実験方法 

実験に用いたCo/Al2O3/SiO2/Si基板は、RFスパッタ装置で

Al2O3を 40nm成膜し、高真空 DCマグネトロンスパッタ装置を用い

てスパッタ条件をVB = 6kV、IB = 10.5mA、 P = 3.6 × 10−2Paとして

Coを 0.2nm成膜したものを用いた。 Fig.1に超臨界装置を示す。

反応容器内にエタノール 3ccを導入、真空排気後、周囲のヒーター

により臨界温度まで加熱しCO2を導入する。その後、直流電流を通

電させ、基板温度 Ts=450～700℃、圧力を P=18～23MPaの範囲で微

細孔への CNMの作製を行う。 

３．結果と検討   

 CNMの埋め込み時間 10分、基板温度 500℃、容器内平均圧力約 20MPa での CNMの埋め込みの様

子を Fig2.に示す。また、CNMが基板温度と圧力に依存して微細孔内に確認できているかどうか

を Fig3.に示す。 

 

 

 

 

 

Fig2. CNM in the nanohole  
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